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Задача № 1.3
Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при составляет 35 Ом. Определить температуру нити лампочки, если известно, что при ее включении в сеть напряжением 220В установившемся режиме по нити проходит ток 0.6 А. температурный коэффициент удельного сопротивления вольфрама при 20°С можно принять равным 0,005 К-1

Дано:
R=35 Ом
U=220 B
I=0,6 A

T0=200C=293К


Решение
Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры:

Rt=R0(1+αΔT)

где	ar - температурный коэффициент сопротивления;
R0- удельное сопротивление проводника при температуре Т0


Используем формулу зависимости сопротивления от изменения температуры:


,

,

.


Ответ: .

Задача № 3.1.6

Определить температуру, до которой нагреется алюминиевый провод сечением 15 мм2, длиной 1000 м, если по нему течет ток 40А и падает напряжение 225 В.

Решение:
Для решения этой задачи нужны след.законы и формулы:
1 − з. Ома – I = U/R.
Находим R. R = U/I. R = 5,6 Ом.
2 − зависимость сопротивления от длины, сечения и материала проводника –
  R0 = ρ*l/S
Находим  
R0 = ρ*l/S = 6,4*1000/15 = 1,9 Ом что зачисло 6,4?
3 − зависимость сопротивления от изменения температуры – R = R0(1+ α∆t)
Температура которая нас интересует может быть найдена так:
При температуре 20 0C α = 4,3*10-3 1/K (t0 = 20 0C = 293,15 K)
R/ R0 – 1 = α∆t, ∆t = 1,9/4,3*10-3 = 441,86
∆t = t – t0, t = t0 + ∆t = 293,15 + 441,85 = 735 K
Отсюда t = 735 K = 462  0Cневерно
















                                               Задача № 3.2.6
При легировании полупроводника донорными примесями время жизни неосновных носителей заряда уменьшилось в пять раз, а их подвижность снизилась на 30%. Определить, насколько изменилась диффузионная длина дырок при легировании полупроводника по сравнению с нелегированным материалом. 

 - диффузионная длина дырок
 - время жизни неосновных носителей заряда
 – подвижность неосновных носителей заряда

 – диффузионная длина дырок нелегированного полупроводника

                                        
 – диффузионная длина дырок легированного полупроводника











Диффузионная длина дырок при легировании полупроводника уменьшилась на 37% на каком основании ТАКОЙ вывод?






Задача № 2.8
Определить, как изменится концентрация электронов в арсениде галлия, легированном цинком до концентрации NZn=1022м-3, при повышении температуры от 300 К до 500 К. Полагать, что при 300 К все атомы цинка полностью ионизированы.





При некоторой температуре ТS все электроны с уровня донора перейдут в зону проводимости, то есть донорная примесь будет полностью ионизирована и концентрация электронов в зоне проводимости станет равной концентрации донорной примеси: n0 = NД. Концентрацией собственных носителей заряда, возникающих за счет перехода электронов из валентной зоны в зону проводимости, по прежнему пренебрегаем, в силу их малости. Возникает явление истощения примеси.
Температура TSпри которой наступает истощение примеси составляет величину порядка 50К или -223оС. Выше TS концентрация электронов в зоне проводимости сохраняется практически неизменной и равной NД.
И поэтому в интервале температур 300-500 К концентрация электронов не изменится и будет равняться:  n0 = NД = 1022м-3
[image: ]

А почему Вы решили, что Это уже область, где имеет место термогенерация собственных носителей.



















                                           Задача № 3.3.4
Что делают с обкладками высоковольтного конденсатора после выключения приложенного к нему напряжения во избежание опасности для человека? Объясните, какие процессы в диэлектрике создают эту опасность?

      Обкладки конденсатора закорачивают. Под действием приложенного напряжения в диэлектрике создаются объемные заряды (из-за тока абсорбции, поскольку он приводит к накоплению носителей заряда в местах наибольшей концентрации ловушек (уровней захвата) – дефектов решетки, неоднородностей, границ раздела и т.п.). Под действием образовавшихся объемных зарядов, а также поляризация диэлектрика. При закорачивании  конденсатора в диэлектрике пойдет ток деполяризации, который образуется в результате освобождения носителей заряда с различных ловушек и дезориентации диполей, т.е. диэлектрик разряжается и конденсатор становится безопасным

Задача № 3.3.21
Что является количественной мерой диэлектрической анизотропии нематических жидких кристаллов? В каких веществах она положительна, а в каких отрицательна?

Как в любых однородных анизотропных средах, диэлектрическая проницаемость жидких кристаллов описывается полярным тензором второго ранга εij. Для одноосных жидких кристаллов, симметрия которых описывается предельными точечными группами, тензор εij после приведения к главным осям системы координат будет иметь две отличные от нуля компоненты ε|| и ε^. Диэлектрическая проницаемость ε|| измерена параллельно директору, ε^ – перпендикулярно ему. Диэлектрическая анизотропия Δε = ε|| – ε^ может быть как больше, так и меньше нуля, в зависимости от строения молекул жидкого кристалла. Если молекулы жидкого кристалла имеют дипольные моменты вдоль их длинных осей, то внешнее электрическое поле, приложенное вдоль направления директора, будет заметно ориентировать такие молекулы. Если оно приложено перпендикулярно направлению директора, то ориентация будет незначительна. Для такого жидкого кристалла Δε > 0. Если же молекулы жидкого кристалла имеют дипольные моменты, перпендикулярные их длинным осям, то для такого жидкого кристалла Δε < 0





Задача № 3.4.2
К какому классу веществ по магнитным свойствам относятся полупроводники кремний и германий, химические соединения АIIIВV?
         Примерами диамагнетиков являются все вещества с ковалентной химической связью, щелочно-галлоидные кристаллы, неорганические стекла,, полупроводники-соединения АIIIВV, АIIВVI, кремний, германий, бор и др.,; ряд металлов: медь, серебро, золото, цинк, ртуть, галлий и др.; водород, азот, вода, нефть и др.





Задача № 3.4.5
Чем отличается спиновое обменное взаимодействие в ферро- и антиферромагнетиках?
Спиновое, обменное  взаимодействие в ферромагнетиках проявляется при перекрывании в соседних центрах наполовину заполненных орбиталей, а в антиферромагнетиках при перекрывании занятых и пустых орбиталей. И при этом данное взаимодействие в ферромагнетиках гораздо сильнее, чем в антиферромагнетиках(правило Гуденафа-Канамори-Андерсена).






























Задача № 3.5.12
По приведённым кодовым и цветовым маркировкам определить номиналы и допуски радиокомпонентов:
– резисторы:
            16GK – 16*109 Ом ±10%


[image: ]
835 Ом ±5%


– конденсатор:
p75B – 0,75 пФ ±0,1пФ

– катушки индуктивности:
513M – 51000 мкГн ±20%

[image: ]
[bookmark: _GoBack]1,5*103 Гн ±20%неверно






	№ п/п
	1
	2
	3
	4

	Тип конденсатора
	Керамичес-кий, монолитный
	бумажные, с металлизированными обкладками.
	керамические (незащищенные)
	Оксидно-электролитические алюминиевые

	Номинальная величина ёмкости, Ф
	3900 пФ
	6,8 мкФ
	4700 пФ
	5000 мкФ

	Допуск, %
	(–20 +50)%
	±10%
	±30%
	 -(20+50) %

	Номинальное напряжение, В
	100
	125
	50000
	25

	Тангенс угла потерь
	
	не больше 0,015
	0,006
	

	
ТКЕ, 10-6 1/0С
	
	
	
	

	Сопротивление изоляции, МОм
	
	5000 
	4000 
	

	Постоянная времени, с
	
	
	
	

	Допустимая реактивная мощность, ВАР
	
	
	
	

	Коэффициент абсорбции, %
	
	
	
	

	Номинальный ток, А
	
	
	
	

	Ток утечки, мкА
	
	
	
	

	Допустимая амплитуда напряжения переменного тока на частоте _____ Гц***, В
	
	
	
	

	Диапазон ёмкостей данного типа конденсатора
	
	
	
	1мкФ до 100000мкФ 









	№ п/п
	Тип конденсатора
	Минимальная ёмкость, Ф
	Максимальная ёмкость, Ф
	Номинальное напряжение, В
	Тангенс угла потерь
	
Момент вращения, гссм
	
ТКЕ, 10-6 1/0С
	Износоустойчивость

	5
	Подстроечный, защищенный
	5пФ
	25пФ
	25
	0,04
	
	750
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